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@ Von der Umgebung abgedichtete Schaltkammer fiir elektrische Kontakte.

@ Die erfindung betrifft eine von der Umgebung abgedich-
tete Schaltkammer, in der elektrische Kontakte und wenig-
stens ein poroser Getter untergebracht sind, wobei als
Getterstoff eine Substanz verwendet ist, die beziglich Stof-
fen, die auf den Kontakten Fremschichten bilden, adsorptiv
wirkt. Die Verwendung von Gettern in dicht abgeschiossenen
Kontaktkammern von Relais und Schalters dient dem Zweck,
fremdschichtbildende Molekiile wie z.B. arganische Verbin-
dungen von den Kontakten fernzuhaiten und langzeitig und
selektiv an sich zu binden. Dazu sind die Poren des Getter-
stoffes (iberwiegend groBer als 3 nm und kleiner als 100 nm
gewshlt, wobei der Mittelwert der Porendurchmesser im
Bereich von etwa 7 - 20 nm liegt.
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von der Umgebung abgedichtete Schaltkammer £ir

elektrische Kontakte

Die Erfindung betrifft eine von der Umgebung abgedichtete Schaltkammer
in der elektrische Kontake und wenigstens ein pordser Getter untexr-
gebracht sind, wobei als Getterstof eine Substanz verwendet ist, die’
beziiglich Stoffen, die auf den Kontakten Fremschichten bilden,

5 adsorptiv wirkt.

Die Verwendung von Gettern in dicht abgeschlossenen Kontaktkammern
soll den Zweck erfiillen, fremdschichtbildende Molekiile, wie organi-
sche Verbindungen, durch Adsorption langfristig von den Kontakten
fernzuhalten und an sich zu binden. ?rotz dieser Einsicht, daB also

10 selektiv gegettert yerden muB, konnte das gesteckte Ziel nicht er-
reicht yerden, weil nicht erkannt wurde, daB eine generell hohe Gettexr-
wirkung fir elektrische Schaltelemente sogar schadlich sein kann.
Dies ist z. B. der Fall, wenn herkémmliche, aus der Vakuumtechnik be-
kannte Getterstoffe eingesetzt werden. Die Poren solcher Getter haben

15 namlich im Mittel lediglich Durchmesser von 2 bis 4 nm und koOnnen da-
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her uUberwiegend nﬁr entsprechena kleine Moiekﬁle, wie z. B. die von
Schutzgasen der Kentakikammer, adsorbieren. In der Zeitschrift "Siemens
Components” 19 (1981), Beft 5, s. 158 findet sich sogar ein Hinweis,
daB bei fertigungsbedingter Variation der PorengrdBe in weiten Grenzen
5 die innere Oberfldche eines Aktivkchlegetters bis zu 2000 m* /g betragen
kann, was einen RickschluB8 auf extrem kleine Poren, sogenannte Mikro-
poren, von weniger als 2 nm Durchmesser zuldB8t. Verwendet man einen
solchen Getter, so hat dies zur Folge, da8 eiﬁfﬁntérdruck entstehen
kann, der die Spannungsfestigkeit der Kontakte erheblich reduziert. Ist
10 'andererseits die Leckrate der Xontaktkammex, gréBer als 10—5 cm® + bar/s,
so kann es.sein; daB der Getter durch von auBen eindringende Gase ge-

sattigt ist bevor der Schalter oder das Relais zum Einsatz kommt. Eine

|

v

Getterung fremdschichtbildender Molekiile findet dabei nur in unbedeuten-
dem Umfang statt. ' o

-

15 So wurde ebenfalls aus der Zeitschrift "Siemens Coméonents“ 19 (1981),
Heft 5 bekannt, daB die relative Géwichtszunahme eines mit Styroldampf
beladenen, durch eine spezielle Technologie hergestellten ARktivkohle-
geﬁfers,dessen.Pbrengrésen in weiten Grenzen variiert waren, bereits
nach 2°1/2 stunden ca. 50 % betrug und sich dabei eine Sattigung des

20 Getters ergab. Da ferner angegeben wurde, dafl dieser Getter ein ad-
sofﬁtionsveiﬁbgén'vonlav ='2 ‘cm® hat und'ein Kontaktraum von V; =
0,12 cm® zur Vérfigung stand, so ergibt sich nach Einbringen eines

solthen Getters ein fiktives Innenvolumen von V, =Vy + a4V = 2,12 cn’ .

Erfolgt unter solchen Gegebenheiten eine dichte Verkapselung dex
25 Kontaktkammer bei einem Druck von Py = 1 bar = 105 N/m®, so sinkt
bei thermischem Gleichgewicht der Druck in dem Xontaktraum etwa auf

den Wert

Y oLp o 012

P27y, P17 212

* 1 bar = 56,6 mbar

was eine Minderung der Spannungsfestigkeit um mehr als 60 % zur Folge
30 hat.
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Um sowohl eine Qualitdtsminderung durch Druckabsenkung als auch eine zu

friihe Sattigung des Getters zu vermeiden, wurde in der DE-PS 24 62 277 vor-

geschlagen, einen relativ groB8porigen BaOFe-Magneten zu einem Getter

zu aktivieren und eventuell noch einen Zusatzgetter zu verwenden. Dies

‘exwies sich langfristig als recht brauchbar. Allein mit dem aktivierten

Magneten wurde eine Reduzierung des Fremdschichtwiderstandes an den
Kontakten um ca. 10 mOhm und damit eine etwa 100fach hdhere Kontakt-
sicherheit erreicht; aber ein Rest von Fremdschichten in der GréRenord-
nung um durchschnittlich 10 mOhm blieb erhalten. Das Hinzufigen eines
Zusatzgetters mit wesentlich kleineren Poren brachte weitere Erfolge.‘
Das wiederum hat den Nachteil erhdhter Herstellkosten und/oder eine 7

Beschrankung auf gepolte Schalter bzw. Relais,

Es wurden auch ;chon in der DE-PS 1 243 271, der DE-AS 2 646 680 und
der DE-0S 29 31 596 Vorschldge unterbreitet, die Kontaktkammer bzw.

einen als Kontaktkammer ausgebildeten Spulenkdrper-ganz oder anteilig
aus. einem Gettexrstoff zu fertigen. Im einen Fall sollten damit von Ent-

ladungen im Kontaktraum herrihrende Ionen gebunden werden und im anderen
Fall eine noch hdhexe Getterwirkung als mit bekannten Getterstoffen wie

Aktivkohle erzielt werden. Damit wird aber der vorerwdahnte Nachteil ei-

.ner Unterdruckbildung noch erhSht, zumal hierbei lediglich die Getter-

wirkung,nicht aber das Adsorptionsvermdgen gegeniiber fremdschichtbilden-

"den Molekiilen beachtet wurde. Vielmehr miBSte man sogar die getternde

Oberflache bzw. die Getterwirkung auf ein bestimmtes MaB8 begrenzen,
damit kein wesentlicher Unterdruck entsteht. Anders wire dies bei
Vakuum—- bzw. Hochvakuum-Kontaktkammern in denen Dridcke unter 10"1 mbaxr

herrschen.

Der Erfindung liegt nun die Aufgabe zugrunde, f£ir eine abgedichtete
Schaltkammer einen Getter vorzusehen, der langzeitig und selektiv {bexr-
wiegend Molekile bindet, die zur Fremdschichtbildung an den Kontakten

neigen,und der problemlos bei Relais und Schaltern einsetzbar ist.

ErfindungsgemdB wird diese Aufgabe dadurch geldst, daB die Poren des
in der Schaltkammer befindlichen Getterstoffes Gberwiegend grofer als
3 nm und kleiner als 100 nm sind und daB der Mittelwert der -Porendurch-

messer im Bereich von etwa 7 - 20 nm liegt.
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Kernstrukturen durchzuheizen,

In unserer Erfindung wird also die Aufgabe gestellt, die
Unzulédnglichkeiten der bekannten Losungen zu eliminieren
und einen elektrischen Warmespeichercfen zu schaffen, der .
als geschlossenes System ausgebildet ist und der eine we=
gsentlich grdssere Wﬁrmekapazitét haty wirtschaftlicher
betrieben werden kann und ein angenehmeres Warmegefiihl

verleihte.

Die Erfindung beruht sich auf der Erkenntnis, dass'die
gestellte zussmmengesetzte Aufgabe durch Aufheizen der Kefn~
struktur in den Temperaturbereich der optimalen Weérmespeicher-
fghigkeit und durch Vermeiden der direktiten Beriihrung zwischen
der durchsirBmepnden Tuff{ und der Kernstrukitur einfacﬁ und A
befriedigend geldst werden kann. Auch das Heizelement des

Wermespeicherofens soll dementsprechend ausgebildet werden.

Die Weiterentwicklung , d.h. die Erfindung selbst liegt nun
darin, dass die mit ihrer Aussparung zueinander gewandten
Ziegel mit ibrexr kleinsten Seitenflé@che nebeneinander und
schm#leren, jedoch lingeren Seitenfliche aufeinander an=
geordnet sind, die so ausgebildete Kernstruktur sussen=
flidchig mit einer Isolierschicht dicht umgeschlossen ist,
~wobel zwischen der Isolierschicht und der Aussenbekleidung
des Ofens ein grogsflichiger Wadrmetauscher ausgebildet ist,
und die Aussenbekleidung aus Modulelementen zusammengesetzi
ist. Die grosste Bedeutung dieser Losung besteht darin, dass

der Luftzug wegen der die Kernstruktur dicht umschliessen~

den Isolierschicht den HeizkSrper, d. n. die Heizspirale
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als 100 nm bei einem Mittelwert im Bereich von etwa 7 bis 20 nm. Zur
Vermeidung einer Verunreinigung des Getterwerkstoffs durch den
Klebstoff 4 oder dessen Losungsmittel ist zwischen die Getterpille 1
und den Klebstoff 4 eine als Diffusionsbarriere wirkende Schicht 2

aus Wasserglas (z.B. Na25i03 oder K25i03) eingefiigt. Diese Schicht 2
kann auch, wie in Figur 1 gezeigt, an den Seitenfldchen der Getterpille

1 vorgesehen sein, so daB nur die der Schaltkammer zugewandte Ober-

- flache la der Getterpille 1 als aktive Flache frei ist.

Vorzugsweise ist der die Schaltkammer bildende Innenraum des ﬁela;s )
mit einem Schutégas von derartigem Feuchtigkeitsgehalt gefidllt, -

daf sich durch Einw@rkﬁng des Getterétoffes eine relative Luft- .
feuchtigkeit von nicht weniger als 5% und nicht mehr als 40% einstellt.
Hierbei sorgt der Getterstoff durch Adsorption wvon Hzo-Molekﬁlen,
die bei einer hermetischen Abdichtung der Schaltkammer von der Umge-
bung nachdiffundieren kdnnen, £ir eine gleichbleibende Feuchtigkeit

des- Schutzgases. Dies ermdglicht eine konstante Spannungsfestigkeit

bezliglich der Kontakte.

Der Getterstoff ist bevorzugt in einem Sinterverfahren hergestellt.

Das fir die Formgebung erforderliche Bindemittel verdampft dabei wahrend
des Sinterns. Durch Wahl des Bindemittels, des Druckes bei der Form-
gebung, der Sintertemperatur und der Sinterdauer ist dabei die ange-

strebte Porengrdfe erreichbar.

Die Befestigung der Getterpille 1 an der metallischen Gehdusekappe 17

bewirkt, daf zwischen den Kontakten und dem Getterstoff ein derartiges
Temperaturgefdlle besteht, daB der Getterstoff in der Regel kbhler ist
als die Xontakte. Dadurch wird der Niederschlag schadlicher Substanzen

auf der Getterpille 1 begilinstigt.

In der Regel ist das Relais durch den an Spule und Kontakten statt-
findenden Energieumsatz warmer als die Umgebung, so daB Warme {ber
das Gehduse abgegebern wird. Die hier stattfindende Abklhlung des
Gehduses erniedrigt gleichzeitig das Temperaturniveau des Getter-

stoffes, was dessen Getterwirkung beginstigt.

Ferner ist die r3umliche Gr&Be- des Getterstoffes unter Bertcksichtigung
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seiner Getterwirkung und des Volumens der Schaltkammer so gewdhlt,
daB eine nennenswerte Druckabsenkﬁng in der Schaltkammer ausge-
schlossen ist. Damit kann neben der Getterwirkung auch konstante

Spannungsfestigkeit langfristig gewdhrleistet werden.

Damit der Getterstoff seine Wirkung entfalten kann, ist der Getter-
stoff vorzugsweise bei einer Temperatur von mindestens_loooc und
einem Unterdruck von ca. 10-8 bar aktivierbar. Hierdurch werden in

den Poren -gebundene Gase als auch kristallin gebundenes H20 frei-

gesetzt.

Im Rahmen einer rationellen Fertigung wird gemdB Figur 2(a) vorzugs-
weise von einer Platte 5 aus Getterstoff ausgegangen, die mit ortho-
gonal 2zu einander verlaufenden rinnenartigen Vertiefungen 6 derart
versehen ist, daB diese Vertiefungen 6 Sollbruchstellen zur Schaffung
einzelner Getterpillen 1 (Figur'é(b) ) bilden. Die einzelnen Getter-
pillen 1 werden sodann gemdB Figur 2(c) an einer ihrer beiden grdBten
Flachen, gegebenenfalls gemdf Figur 2(d) auch an den vier Seiten-
flachen mit einexr Schicht 2 aus Wasserglas Gberzogen. AnschlieBeﬁd
wird die mit der Wasserglas-Schicht 2 iiberzogene groBe Fliache der
Getterpille 1 gem&B Figur 2(e) mit Klebstoff 4 beschichtet, der zur
Befestigung der Getterpille an einer Wand oder einem sonstigen

Strukturelement der Schaltkammer dient.
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1. Von der Umgebung abgedichtete Schaltkammer, in der elektrische
Kontakte sowie wenigstens ein pordser Getter untergebracht sind, wobei
als Getterstoff eine Substanz verwendet ist, die bezlglich Stoffen,

die auf den kontakten Fremdschichten bilden, adsorptiv wirkt,

dadurch gekennzeichnet , daB die Poren des Getter-

stoffes berwiegend grSBer ist als 3 nm und kleiner als 100 nm sind
und daB der Mittelwert der Porendurchmesser im Bereich von etwa

7 - 20 nm liegt.

2. Schaltkammer nach Anspruch 1, dadurchgekennzeichnet ,
daB sie mit einem Schutzgas von derartigem Feuchtigkeitsgehalt
gefdllt wird, daB sich durch Einwirkung des Getterstoffes eine rela-

tive Luftfeuchtigkeit von nicht weniger als 5% und nicht mehr als

40% einstellt.

3. Schaltkammer nach Anspruch 1 oder é, dadurchgekénnzeich-

net  daB der Getterstoff im wesentlichen aus mit organischem

Bindemittel versetztem Aluminiumoxid (A1203) besteht.

4. Schaltkammer nach Anspruch 1 bis 3, dadurchge kennzeich-
net , daB der Getter (1) unter Einfiigung einer als Diffusions-
barriere wirkenden Schicht (2) aus Wasserglas (z.B. Na28i03, KZSiOB)

an der Innenwand der Schaltkammer angeklebt ist.

5. Schaltkammer nach Anspruch 1 bis 4, dadurchgekennzedich-

net , daB zwischen den Kontakten und dem Getterstoff ein
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Temperaturgefille besteht, derart, daB der Getterstoff in der Regel

khler als die Xontakte ist.

6. Schaltkammer nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch
gekennzeichnet , daB sie wenigstens einen Wandabschnitt
besitzt,'der duxch dié Innenseite einer metallischen Gehdusekappe

(17) gebildet ist, und daB der Getter (1) an diesem metallischen

Wandabschnitt fixiert.ist.

7. Schaltkammer nach einem der vorhergehenden Aﬁsprﬁche;.dadurch
gekennzeich net , daB dér Getterstoff plattenformig
{5) und derart mit orthogonal zueinander verlaufenden rinnenartigen
Vertiefungen (6) versehen igt, daB diese Vertiefungen Sollbruch-

stellen zur Schaffung mehrerer Getterpillen (1) darstellen.

8. Schaitkammer nach einem der vorhergehenden Anspriche, dadurch
gekennzeich ne t  daB die raumliche GrdB8e des Getters
unter Berilicksichtigung seiner Getterwirkung und des Volumens der
Schaltkammer so gewdhlt ist, daB eine nennenswerte Druckabsenkung

in der Schaltkammer ausgeschlossen ist.

9. Schaltkammer nach einem der vorhergehenden Anspriche, dadurch
gekennzeichnet , daB der Getterstoff bei einer

. o .
Temperatur von mindestens 100 C und einem Unterdruck von ca. 10

bar aktivierbar ist.

PS/CG
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